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TEST: 

 
1. Nakreslete a popište VA-charakteristiky bipolárního tranzistoru 

v zapojení se společným emitorem.   

 

2.  Nakreslete a vysvětlete náhradní zapojení tranzistoru pomocí           

h-parametrů a význam jednotlivých prvků.  

 

3.  Jaký je rozdíl mezi statickými a dynamickými h-parametry? 

 

 

4.  Nakreslete schéma zapojení pro měření VA-charakteristik 

tranzistoru a popište postup měření.  
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Vstupní odpor při výstupu nakrátko h11 

při  ΔUCE = 0  a  UCE = konst. 

Proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko h21 

Výstupní vodivost při vstupu naprázdno h22 

při  ΔIB = 0  a  IB = konst.  

Zpětný napěťový činitel naprázdno h12 

při  IB  = konst. 

při  ΔUCE = 0  a  UCE = konst. 

při UCE = 0 

 při  IB  = 0 

při UCE = 0 

při  IB = 0   

CEBBE UhIhU  1211

CEBC UhIhI  2221
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      Výrobci rozlišují hybridní parametry stejnosměrné a střídavé 

(dynamické). 

      Stejnosměrné parametry se označují velkým písmenem E                 

a parametry střídavé malým písmenem e, které udává, že se jedná o 

zapojení se společným emitorem. Stejnosměrné parametry popisují 

vlastnosti tranzistoru v určitém pracovním bodu, není-li přiváděn 

signál, střídavé parametry (dynamické) se vztahují ke střídavému 

signálu přivedenému na vstup daného zapojení tranzistoru. 
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a) Měření charakteristik IC = f(UCE)  a  UBE = f(UCE)  při IB = konst. 

   Zapojíme obvod podle schématu pro měření. Připojíme zdroj napájecího napětí U1, na kterém 

nastavíme napětí asi 16 V. Potenciometrem RP1 nastavíme konstantní proud IB, potom 

postupně zvyšujeme potenciometrem RP2 napětí UCE v zadaném rozsahu. Pro jednotlivé 

hodnoty napětí UCE odečítáme a do tabulky zapisujeme velikost proudu IC  a napětí UBE. 

Zvýšíme hodnotu proudu IB a celý postup opakujeme. Tímto postupem můžeme současně 

změřit VA-charakteristiky v I. a ve IV. kvadrantu.  

b) Měření charakteristik IC = f(IB)  a  UBE = f(IB)  při UCE = konst. 

    Ve stejném zapojení nastavíme potenciometrem RP2 konstantní hodnotu napětí UCE                     

a potenciometrem RP1 postupně zvyšujeme hodnotu proudu IB. Pro jednotlivé hodnoty proudu 

IB odečítáme a do tabulky zapisujeme velikost proudu IC a napětí UBE. Zvýšíme hodnotu napětí  

UCE a celý postup opakujeme. Tímto postupem můžeme současně změřit VA-charakteristiky 

ve II. a ve III. kvadrantu.  


